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[はじめに] SiCデバイスの製品化に向けて、素子不良要因を明らかにしていく必要がある。これまで

に、結晶欠陥によるリーク箇所を特定する有効な手法としてInSbカメラを適用した高感度発熱解析装

置による手法を報告した。[1]  今回、発熱解析によるリーク箇所の検出をより高感度化し、詳細に発熱

要因を分析したので報告する。 

[実験方法と結果] 評価素子としてn型4H-SiC(0001)面4°オフ基板上にSiC-SBD (ショットキーバリアダ

イオード) を作製した。図1に評価素子の発熱解析結果を示す。発熱解析によるリーク箇所検出感度を

向上させるために、チップ表面にAlの輻射熱を抑制するエポキシ系の電着塗装を施した後で、高速高

電圧の逆電圧パルスを連続印加した。発熱箇所の特定後、発熱箇所近傍にレーザーマークを施してか

ら除膜解析を行い、発熱要因分析を行った。図2に発熱箇所分析結果を示す。KOHエッチング後に発熱

箇所を観察した結果、発熱箇所はTSD (貫通螺旋転位) と一致した。発熱箇所がTSDと一致したサンプ

ルの内、一つのエピ膜を研削により除去した後に再KOHエッチングを行ったところ、図3(b)の様に、

TSD部分に図3(a)のエピ膜中では観察されなかった二重エッチピットが観察された。断面TEM観察によ

り転位種の同定を試みたところ、図3 (c)、図3(d)の様に回折ベクトルを変えて観察した際に、どちらの

条件でも転位線が消滅しなかったため、転位はa+c方向のバーガースベクトルを有することが分かった。

今回の結果から、a+c方向のバーガースベクトルを有する転位が発熱要因となることが明らかになった。 

 

図 1. 発熱解析結果           図 2. 発熱箇所分析結果       図 3 二重エッチピット分析結果 
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